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【概 要】

III-V 族窒化物半導体結晶によるヘテロ接合構造は大きなバンドオフセットを有し、電

子の閉じこめ効果が顕著で高温で動作する量子デバイスへの応用が期待されているが、

これら材料の微細加工技術は未熟でマイクロ・ナノ構造への適用は未踏の分野である。

本研究は、加工を施したシリコン基板上への選択成長法により、複数のファセットで囲

まれた GaN 微細単結晶（多面体）を自然形成原理に従って成長させ、これを用いた窒化

物半導体ナノヘテロ構造による高温でも量子効果が発現する新規光・電子デバイスを、

シリコン基板上に実現することを目標としている 具体的には次の点を明らかにする (1)。 。

ファセット面上での窒化物系ヘテロ構造の形成過程の理解とその制御手法の確立、特に

異種材料の界面に挿入される緩衝層の役割と化学種の拡散現象の解明、(2)窒化物結晶ファ

セット面上における欠陥生成と不純物ドーピング機構の理解、特に表面における化学ポテ

ンシャルと点欠陥・不純物の活性化との関係の解明、(3)窒化物結晶による微細ヘテロ・

量子井戸構造（非対称結合ドット等）の作製法の提案とナノ情報デバイスへの適用性、

特に窒化物系集積デバイスの可能性の解明。

【期待される成果】

本研究の内容は結晶構造や熱膨張係数の異なる典型的な異種基板上へのヘテロエピタ

キシである。本研究の結果、窒化物ヘテロ構造に関する結晶学的な新たな知見、特に、

ヘテロ界面における転位の発生と消滅、ファセット上での化学種の拡散現象、点欠陥生

成、不純物ドーピングの機構などが明らかにされる。また、ファセット上での微細構造

形成という窒化物系材料の新研究分野の創生と窒化物系ナノへテロ構造の作製技術（ナ

ノへテロエピタキシ）の開拓につながる。さらに、シリコン基板上への化合物半導体デ

バイスの集積化への道を拓き、次世代の情報技術の開拓につながる。
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